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Palavras Chave: sol-gel,6xido de estanho.

Introducao

O SnO, é um semicondutor do tipo n que possui
inimeras aplicagdes em dispositivos eletrdnicos. A
fim de melhorar suas propriedades elétricas e
Opticas, os filmes de SnO, sao dopados com
Cadmio, Antiménio (ATO), Fltor (FTO), indio (ITO),
etc. Véarios métodos sdo utilizados para deposicao
dos filmes, que incluem o método sol-gel,
evaporacdo térmica, CVD, entre outros. Porém,
essas técnicas apresentam desvantagens como alto
custo na sua realizagcdo e nao sdo processos
simples, necessitando de altas temperaturas para
atingir os resultados desejados.

Em contrapartida, o desenvolvimento de tintas
condutoras para impressdo a jato vem sendo
estendido para a fabricagao de eletrodos oticamente
transparentes. Essas tintas apresentam muitas
vantagens tais como: dispositivo simples, baixo
custo e facil processo de fabricagdo.!

Este trabalho tem como objetivo sintetizar SnO,
dopado com Fluor pelo método sol gel e auxilio do
ultra-som e produzir tintas condutoras transparentes
a partir do material sintetizado.

Resultados e Discussao

O F:SnO; foi sintetizado a partir de SnCl,.2H,0 e
HF(40%) em banho ultra-sénico. Realizou-se uma
mistura de 80% de SnCl, e 20% de HF e
posteriormente foi adicionado NH,OH até atingir
pH~10. O processo foi realizado durante 2 horas
dentro de um banho de ultra-som.

Foram realizadas duas metodologias de sintese: (a)
a solugdo mae permaneceu uma semana em
agitacdo enquanto que outra amostra (b) foi
colocada na mufla apdés as 2 horas de banho de
ultra-som.

Ambas as sinteses foram aquecidas até obter um
gel e em seguida o mesmo foi colocado na mufla
(calcinado) a 500°C por 1 hora e depois a 550°C por
30 minutos.

A caracterizacdo de F:SnO, foi realizada a partir de
DRX e também mediante medidas de resistividade
das duas amostras em questdo. Os resultados
encontram-se na Figura 1 e na Tabela 1,
respectivamente.
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Tabela 1 — Medida de resisténcia
Amostra a b
Resisténcia(Q) 30 500
Comparando o resultado obtido na literatura?®
podemos verificar que todos os picos do

difratograma de raio-X coincidiram, indicando a
presenca do dopante flior no éxido de estanho.

A partir da Tabela 1, temos que a amostra (a)
apresenta uma condutividade melhor devido a maior
homogeneidade da solugéo, o que influencia na sua
resistividade.

Para a fabricacdo da tinta para impressdo foram
utilizadas as propor¢des 56:18:5:1:1 em massa de
agua destilada, etanol, dietileno glicol, isopropanol e
trietilamina, respectivamente. Assim, foi possivel
obter uma tinta, a qual foi colocada em um cartucho
HP21. Em seguida, o material foi impresso em
folhas de poliéster obtendo-se um filme fino,
homogéneo e transparente.

Conclusoes

O presente trabalho mostra que o processo sol-
gel oferece uma via facil e eficaz para sintese de
F:SnO2 e pode ser util para a fabricagdo de tintas
condutoras. E também que a impressao a jato € um
método simples e pode produzir em alta escala.
Além disso, temos que o tempo de agitagao durante
a sintese influencia na condutividade do material.

Agradecimentos

Os autores agradecem a Faperj (proc. E-
26/110.173/2009), CNPq pelo auxilio financeiro e
PROPPI-UFF.

1 Zhao, Y.; Zhou, O,; Liu, L.; Xu, J.; Yan, M.; Jiang, Z. Electrochimica
Acta 2006, 51, 2639.

2 Kuantama, E.; Han, D.; Sung, Y.; Song, J.; Han, C. Thin Solid Films
2009, 517, 4211



